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= Es condicién necesaria para aprobar el parcial que al menos el 60 % de cada problema esté correctamente
planteado.

= Se considerard: La claridad y sintesis conceptual de las respuestas y justificaciones, los detalles de los
gréficos/circuitos, la exactitud de los resultados numéricos.

= Cada uno de los dos ejercicios debe estar resuelto en hojas independientes.

Calificacion:

Datos generales: ¢ = 1,602 x 10719 C; mg = 9,109 x 10731 kg; k& = 1,381 x 10722 J/K; h = 6,626 x 10734 Js;
£ = 8,85 x 10712 F /m; &,(Si) = 11,7; £,(Si0,) = 3.9.

1)
2)

Se tiene un bloque cibico de lado a = 1 mm de un material semi-
conductor y se desea que, cuando se le aplique una tensién entre
0V y 1V, obtener corrientes entre 0mA y 1mA. Conocidas las
caracteristicas del material que se detallan al final de este enun-
ciado, determinar si el bloque necesita ser impurificado y, si este
fuera el caso, obtener la concentracién de impurezas para el caso
donor. (E, = 0,9eV; mj,/mo = 0,1; my/mgy = 0,6; movilidades
caso intrinseco: y, = 1000cm?/Vs; p, = 500cm?/Vs; movi-
lidades caso extrinseco: u, = 200cm?/Vs; p, = 150 cm?/Vs;
T = 300K).

A partir del circuito de la figura 1 (Vpp = 5V; Rg1 = 2k
Rp = 1kQ; T = 300K), obtener la potencia entregada por la
fuente cuando el transistor MOSFET (u,,C’ W/L = 1mA/V?;
Vr = 1V; A = 0V~!) se encuentra polarizado para que haya
una corriente constante de 1 mA circulando a través del diodo
(Von = 0,7V). Ademsds, determinar el valor de Rgo para que el
transistor se encuentre en saturacién.
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Figura 1

2) Se tiene un diodo de juntura PNT del cual se conocen los siguientes datos: A = 1mm?, ¢p = 716mV,
Wy = 100pm > z,, W, = 100pm > x,. Ademas, se sabe que el dopaje del lado menos dopado es
Ny < 1 x 10 1/cm?, de manera que en esa regién se puede aproximar g, ~ 1400cm?/Vs y u, ~
485cm?/Vs. Se realiza una medicién de la curva I-V del diodo a temperatura ambiente y se grafican los
resultados en la figura 2 en escala semilogaritmica (atencién: base 10), en donde se conoce m = 13 V1,
P, =(0,65V;1,64mA) e Iyp_ea1 = 8,1 nA.

a)

Calcular el coeficiente de idealidad, la co-
rriente de saturacion ideal Ig_jgear, 1as con-
centraciones de impurezas y explicar cémo
se modificaria la curva Ip vs Vp si se au-
menta la temperatura. (Ayuda: log,(a) =

log(a)/log.(b)).
Obtener los pardmetros del modelo de pe-

quenia sefial (rq, Cj y Cq) en el punto P;.

Figura 2
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